MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie
POLITEHNICA Bucuresti

Nr. 7906/1/DEMAND/12.11.2026
ANUNT

Universitatea Nationald de Stiintd si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.
199/2023 a Invatamantului Superior, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Procedurii de sistem
privind angajarea pentru participarea la proiecte — PS-46-DIRU-02, avand 1n vedere aprobarea cererii de
finantare aferenta proiectului Arhitectura monolitica determinista, actionata electric, pentru distributia
in retele cuantice- DEMAND, anunta organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada determinata, cu
fractiune de norma, program flexibil si timp inegal de lucru, a urmatoarelor posturi vacante, in cadrul
proiectului mentionat:
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Intervalul orar in care se poate desfasura activitatea este 06:00 — 22:00, programul de lucru avind

caracter flexibil, in functie de specificul postului, fara a se suprapune programele de lucru in cazul cumulului.
Activitatea va fi remunerata lunar, proportional cu timpul lucrat de catre angajat, pe baza documentelor de
raportare/conform procedurilor specifice ale proiectului si tinand cont de legislatia in vigoare si
prevederile/instructiunile/ordinele etc. aplicabile proiectului.
! Perioada de angajare corespunde perioadei de implementare a proiectului sau perioadei de implementare a
activitatii/subactivititii, conform prevederilor cererii de finantare aprobate. In cazul in care este necesard
prelungirea perioadei de activitate, aceasta se va modifica prin acordul partilor in baza unui act aditional la
Contractul Individual de Munca.

A. Conditiile generale de participare la examen, conform legislatie in vigoare, sunt:
a) are cetatenia romana sau cetitenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetitenia Confederatiei Elvetiene;

e prin exceptie de la conditia prevazuta la lit. a) pot fi angajati si cetateni straini, cu respectarea regimului
stabilit pentru acestia prin legislatia specifica si legislatia muncii (atestatul de recunoastere a diplomei
de studii, eliberat de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Studiilor. Daca tara care a emis
diploma de studii nu este semnatard a Conventiei de la Haga, caz in care este necesara apostilarea
diplomei, sau nu a semnat cu Romaénia un tratat de recunoastere reciproca a actelor, atunci este
necesara supralegalizarea diplomei, codul COR aferent functiei pe care se doreste angajarea trebuie sa
fie compatibil cu studiile cetateanului strain, aga cum au fost ele recunoscute de institutia competenta)

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit sau o limba de circulatie internationald (limba engleza sau
limba franceza);

c) are capacitate de munca In conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideaza, atestatd pe baza adeverintei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitétile sanitare abilitate;
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e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la examen;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru sdvarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra
autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii
justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea
functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executd o pedeapsd complementard prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa
functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea
infractiunii sau fatd de aceasta nu s-a luat masura de sigurantd a interzicerii ocupdrii unei functii sau a
exercitarii unei profesii;

h) nu a comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national
automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor, precum si pentru completare Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea
Sistemului National de Date Genetice judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art.
35 alin. (1) lit. h

Actele? necesare inscrierii sunt:
a) formular de inscriere la examen https://posturivacante.upb.ro/cercetare/, in original;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflat in termen de
valabilitate;

¢) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
d) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
precum si copiile documentelor care atestd indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate prin
prezentul anunt;

e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucratd, care sa ateste
vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) *cazierul judiciar, 1n original, sau o declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale
care si-1 facd incompatibil cu functia pentru care candideaza, in original. In acest caz, candidatul declarat
admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind
antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publicad competenta cu eliberarea certificatelor de
cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de
sustinere a probei scrise si/sau probei practice;

g) *certificatul de integritate comportamentald, in original, din care si reiasd cd nu s-a comis infractiuni
prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la
persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si
pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Nationale de Date
Genetice Juridice, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii Tnscrisi pentru posturile din sistemului de
invatdmant, sanatate sau protectie social, precum si orice entitate publicd sau private a carei activitate
presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane
vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;

h) *adeverintd medicald, In original, care sa ateste starea de sdnatate corespunzatoare, eliberata de
catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni
anterior derularii concursului, cu mentiunea apt pentru concurs, precum si faptul ca la data eliberarii
prezentei nu se afld in evidente cu boli cronice. Daca informatiile prezentate in adeverintd se dovedesc
a fi neconforme documentul va fi considerat nul;

1) adeverinta care atestd starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sénatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in
situatia solicitérii de adaptare rezonabila, adeverinta care atestd starea de sandtate trebuie insotita de copia
certificatului de Incadrare intr-un grad de handicap, emis 1n conditiile legii;
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j) curriculum vitae, model comun european, datat si semnat pe fiecare pagind, in care se mentioneaza proiectul
si postul vizat de candidat.

*In cazul candidatilor care nu au cetdtenia romdnd, pentru atestarea indeplinirii conditiilor stipulate la
punctele f), g), respectiv h) este necesarda completarea unei declaratii pe propria raspundere.

2 Documentele transmise trebuie s fie traduse in limba roméina sau o limba de circulatie internationald (in
limba engleza sau in limba franceza)

in situatia in care, POLITEHNICA Bucuresti intreprinde toate diligentele pentru obtinerea extrasului
de pe cazierul judiciar, respectiv a certificatului de integritate comportamentala, si la eliberarea
documentelor, de citre autorititile competente, se constati incilcarea conditiilor generale de
participare la examenul de ocupare a postului, candidatul va fi exclus din cadrul examenului in orice
etapi a acestuia si/sau nu va fi incadrat pe post.

Inscrierile se fac pani la data de 17.11.2026, inclusiv, ora 15° - UTC +2 Eastern European Time (EET).
e fie la sediul Universitatii Nationale de Stiintd si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, Splaiul
Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, cladire Rectorat, etaj 1, camera 114, telefon
021.402.9234/9233,

e fie Incdrcat, in format electronic, la adresa resurse.umane@upb.ro, respectand prevederile

Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal.

Transmiterea documentelor prin posta electronica se realizeaza in format .pdf cu volum maxim de 1 MB,
documentele fiind acceptate doar in forma lizibila si sd nu existe informatii sub forma de link in corpul e-mail-
ului.

Orice document asumat in nume propriu de catre candidat, transmis prin posta electronicd (formular de
inscriere, declaratie pe propria raspundere etc.), va fi semnat utilizdnd semnatura electronica avansata sau
calificata.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilitati poate Tnainta comisiei de examen, in termenul
prevazut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea
accesibilitatii probelor de concurs.

Nerespectarea termenului de depunere a dosarelor de examen si a formatului mentionat, dupa caz, conduce la
respingerea candidatului.

Candidatul declarat admis are obligatia de a prezenta secretarului comisiei de evaluare si selectie originalele

documentelor prezentate in copie in vedere certificarii ,,conform cu originalul”, daca acest lucru i este

solicitat, conform procedurilor specifice fiecarui proiect.
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POLITEHNICA Bucuresti

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie

B. Conditiile specifice de participare la concurs pentru posturile vacante scoase la concurs, conform specificatiei Fisei Postului sunt:
Nr. Nr Conditii minime obligatorii Criterii suplimentare de selectie Criterii de departajare
: Functie .
crt. ’ posturi
Membru — 1 - Studii superioare absolvite cu diploma de doctor | Pentru fiecare proiect de cercetare la care candidatul a In conditii de egalitate, departajarea se va face pe
Cercetator - in domeniul fizicii — 24 puncte; participat in calitate de membru, peste cele 5 proiecte baza numarului de publicatii stiintifice indexate ISI,
Cercetator . . . . N obligatorii, se acorda 5 puncte, pana la maximum 20 de peste cele 20 obligatorii.
. - Minimum 20 de articole stiintifice publicate in . . .
stiintific grad I . e . puncte. Participarea la proiecte se dovedeste cu adeverinta
reviste de specialitate indexate Web of Science . .
de vechime sau raport per salariat REVISAL.
(ISI) — 25 puncte;
2. - Participarea la implementarea a cel putin 5

proiecte de cercetare, doveditd cu adeverinta de
vechime sau raport per salariat REVISAL — 30 de
puncte.

- Detinerea unui ordin de acordare a gradului
stiintific de CS I sau echivalent, in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare — 1 punct.

Membru —
Cercetator -
Cercetator
stiintific grad I

- Studii superioare absolvite cu diploma de doctor
inginer in domeniul electronica — 24 de puncte;

- Portofoliu de minimum 20 de articole stiintifice
publicate in reviste nationale si internationale — 25
de puncte;

- Participarea la implementarea a cel putin 5
proiecte de cercetare, dovedita cu adeverinta de
vechime sau raport per salariat REVISAL — 30 de
puncte;

- Detinerea unui ordin de acordare a gradului
stiintific de CS I sau echivalent, in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare — 1 punct.

Pentru fiecare proiect de cercetare suplimentar, peste cele
5 obligatorii, la care candidatul a participat in calitate de
membru, se acordd 5 puncte, pana la maximum 20 de
puncte. Participarea la proiecte se dovedeste cu adeverinta
de vechime sau raport per salariat REVISAL.

In conditii de egalitate, departajarea se va face pe
baza numarului de proiecte de cercetare la care
candidatul a participat in calitate de membru, peste
cele 5 obligatorii.
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Membru —
Cercetator -
Cercetator
stiintific grad I

- Studii superioare absolvite cu diploma de doctor
in domeniul chimiei sau al ingineriei chimice — 25
de puncte;

- Participarea la implementarea a cel putin 5
proiecte de cercetare, dovedita cu adeverinta de
vechime sau raport per salariat REVISAL — 20 de
puncte;

- Minimum 20 de articole stiintifice publicate in
reviste de specialitate indexate Web of Science
(ISI) — 20 de puncte;

- Detinerea unui ordin de acordare a gradului
stiintific de CS I sau echivalent, in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare — 1 punct.

Pentru fiecare 10 articole stiintifice publicate in reviste de
specialitate indexate Web of Science (ISI), peste cele 20
obligatorii, se acorda 2 puncte, pana la maximum 10
puncte;

Pentru fiecare proiect de cercetare suplimentar, peste cele
5 obligatorii, la care candidatul a participat in calitate de
membru, se acordd 4 puncte, pand la maximum 24 de
puncte. Participarea la proiecte se dovedeste cu adeverinta
de vechime sau raport per salariat REVISAL.

In conditii de egalitate, departajarea se va face pe
baza punctajului obtinut la criteriul ,,numarul de
articole stiintifice publicate in reviste de specialitate
indexate Web of Science (ISI), peste cele 20
obligatorii”.

Membru —
Cercetator -
Cercetator
stiintific grad II

- Studii superioare absolvite cu diploma de doctor
in domeniul fizicii — 28 de puncte;

- Participarea la implementarea a cel putin 2
proiecte de cercetare, doveditd cu adeverinta de
vechime sau raport per salariat REVISAL — 25 de
puncte;

- Minimum 10 articole stiintifice publicate in
reviste de specialitate indexate Web of Science
(ISI) — 20 de puncte;

- Detinerea unui ordin de acordare a gradului
stiintific de CS 1l sau echivalent, in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare — 1 punct.

Pentru fiecare articol stiintific publicat in reviste de
specialitate indexate Web of Science (ISI), peste cele 10
obligatorii, se acorda 2 puncte, pana la maximum 26 de
puncte.

in conditii de egalitate, departajarea se va face pe
baza numarului de articole publicate in reviste de
specialitate indexate Web of Science (ISI), peste
cele 10 obligatorii.

Personal de
specialitate -
Inginer

- Studii doctorale absolvite sau in curs de
absolvire, in domeniul stiintelor ingineresti — 25 de
puncte;

- Studii de licenta in domeniul electronicii aplicate
— 25 de puncte;

- Vechime in muncé de minimum 10 ani, dintre
care minimum 5 ani in domeniul electronicii
aplicate — 25 de puncte;

Pentru fiecare an de vechime in munca peste cei 10 ani
obligatorii se acorda 1 punct, pana la maximum 20
puncte;

in conditii de egalitate, departajarea se va face pe
baza vechimii totale in munca peste cei 10 ani
obligatorii.
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- Participarea in echipa de implementare a cel
putin unui proiect de cercetare, dovedita cu
adeverintd de vechime sau raport per salariat
REVISAL - 5 puncte.

Personal de
specialitate -
Inginer

- Studii superioare absolvite cu diploma de doctor
in domeniul ingineriei — 40 de puncte;

- Studii superioare de licenta absolvite cu diploma
de inginer in ramura de stiinta Inginerie mecanica,
mecatronica si management — 20 de puncte;

- Media de absolvire a studiilor universitare de
licentd de minimum 8,00 — 5 puncte;

- Participarea in echipa de implementare a cel
putin doud proiecte de cercetare — 20 de puncte.

- Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit,
dovedite prin certificat/atestat — 5 puncte.

Experientd in echipe de lucru, dovedita prin participarea
la proiecte scolare sau studentesti, activitati de voluntariat
ori extrascolare, conferinte sau sesiuni de comunicari
stiintifice. Se acorda 5 puncte pentru fiecare activitate,
pand la maximum 10 puncte.

In conditii de egalitate, departajarea se va face pe
baza mediei de absolvire a studiilor universitare de
licenta.

Personal de
specialitate -
Inginer

- Studii universitare de licenta absolvite cu
diploma de inginer in ramura de stiinta ,,Inginerie
mecanicd, mecatronica si management” — 20 de
puncte;

- Studii universitare de master absolvite sau in curs
de absolvire, in domeniul Stiintelor ingineresti,
dovedite prin diploma sau adeverinta — 10 puncte;

- Media de absolvire a studiilor universitare de
licentd de minimum 9,00 — 20 de puncte;

- Participarea in echipa de implementare a cel
putin doud proiecte de cercetare — 28 de puncte;

- Cunostinte de operare/programare pe calculator,
la nivel mediu, dovedite prin
certificat/atestat/diploma — 6 puncte;

- Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit,
dovedite prin certificat/atestat/diploma — 6 puncte.

Experienta in echipe de lucru, dovedita prin participarea
la proiecte scolare sau studentesti, activitati de voluntariat
ori extrascolare, conferinte sau sesiuni de comunicari
stiintifice. Se acorda 5 puncte pentru fiecare activitate
distinctd, pana la maximum 10 puncte.

In conditii de egalitate, departajarea se va face pe
baza mediei de absolvire a studiilor universitare de
licenta.
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Personal de
specialitate -
Inginer

- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
in domeniul Inginerie mecanicad — 50 de puncte;

- Participarea in echipa de implementare a cel
putin unui proiect de cercetare, dovedita cu

Experientd in echipe de lucru, dovedita prin participarea
la proiecte scolare sau studentesti, activitati de
voluntariat, activitati extrascolare, conferinte ori sesiuni
de comunicari stiintifice. Se acordd 10 puncte pentru
fiecare activitate doveditd, pana la maximum 20 de

19 adeverintd de vechime sau extras per salariat puncte. Activitatea folosita pentru indeplinirea conditiei
REVISAL - 20 de puncte; minime privind proiectul de cercetare nu se puncteaza din
nou la acest criteriu.
- Cunostinte de operare/programare pe calculator,
dovedite cu certificat/atestat — 10 puncte.
Personal de - Studii universitare de doctorat absolvite cu Vechime in munca suplimentara fatd de minimul de 10
specialitate - diploma de doctor in domeniul fizicii — 30 de ani, dovedita cu adeverinta de vechime sau raport per
Fizician puncte; salariat REVISAL — 1 punct pentru fiecare an complet
suplimentar, maximum 10 puncte.
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
in domeniul fizicii, cu media examenului de
licentd de minimum 8,00 — 20 de puncte;
22
- Vechime in munca de minimum 10 ani, dovedita
cu adeverinta de vechime sau raport per salariat
REVISAL - 20 puncte;
- Autor sau coautor al minimum 3 articole
stiintifice publicate in reviste indexate Web of
Science (ISI) — 20 puncte
Personal de - Studii superioare absolvite cu diploma de licentd | Pentru fiecare proiect de cercetare suplimentar, peste cele | In conditii de egalitate, departajarea se va face in
specialitate - in domeniul chimiei — 25 de puncte; 5 obligatorii, la care candidatul a participat in echipa de functie de numarul proiectelor de cercetare
Chimist implementare, se acorda 2 puncte, pana la maximum 14 suplimentare, peste cele 5 obligatorii, la care
- Vechime in muncd de minimum 10 ani, doveditd | puncte. Participarea la proiecte se dovedeste cu adeverintd | candidatul a participat in echipa de implementare,
cu adeverinta de vechime sau raport per salariat de vechime sau extras per salariat REVISAL. dovedite cu adeverintd de vechime sau extras per
REVISAL - 15 puncte; salariat REVISAL.
23

- Vechime de minimum 5 ani in echipa de
implementare a proiectelor de cercetare, dovedita
cu adeverinta de vechime sau raport per salariat
REVISAL - 20 puncte;

- Participarea in echipa de implementare a cel
putin 5 proiecte de cercetare, dovedita cu
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adeverintd de vechime sau raport per salariat
REVISAL - 20 de puncte;

- Cunostinte de operare pe calculator, la nivel
mediu, dovedite prin certificat/atestat/diploma — 3
puncte;

- Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit,
dovedite prin certificat/atestat/diploma — 3 puncte.

24

Personal de
specialitate -
Chimist

- Studii universitare de doctorat absolvite cu
diploma de doctor in domeniul Chimie, Chimie
fizica sau Inginerie chimica — 30 de puncte;

- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
in domeniul Chimie sau Inginerie chimica — 20 de
puncte;

- Publicarea a minimum 4 articole in reviste cotate
IST— 10 puncte;

- Participarea la cel putin doua scoli de vara in
domeniul microscopiei electronice, dovedita prin
certificate, adeverinte sau diplome de participare —
10 puncte;

- Participarea in echipa de implementare a cel
putin unui proiect de cercetare, dovedita prin
adeverinta de vechime sau raport per salariat din
Revisal — 10 puncte;

- Cunostinte de operare/programare pe calculator,
la nivel mediu, dovedite prin certificat, atestat sau
diploma — 5 puncte;

- Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit,
dovedite prin certificat, atestat sau diploma — 5
puncte.

Media de absolvire a studiilor universitare de licenta de
minimum 8,00 — 10 puncte.

28

Membru -
Tehnician

- Studii universitare de licentd in domeniul chimiei
sau al ingineriei chimice, absolvite sau in curs de
absolvire — 40 de puncte;

Inginerie si cercetare
pentru viitor

Splaiul Independentei 313, sector 6, Mun. E Email: resurse.umanc@upb.ro
110 surse.u u .
Bucuresti, RO 060042, Roménia oup

www.upb.ro




- Media examenului de bacalaureat de minimum
8,00 — 25 de puncte;

- Experienta in echipe de lucru multiculturale,
dovedita prin participarea la proiecte
scolare/studentesti, activitati de voluntariat,
activitati extragcolare, conferinte sau sesiuni de
comunicari — 20 de puncte;

- Cunostinte de operare pe calculator, dovedite
prin certificat/atestat/diploma — 5 puncte;

- Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit,
dovedite prin certificat/atestat/diploma — 10
puncte.

29

Membru -
Tehnician

- Studii universitare de licentd in domeniul
Stiintelor ingineresti, absolvite sau in curs de
absolvire, dovedite prin diploma de licenta ori
adeverinta de student — 40 de puncte;

-Experientd in echipe de lucru multiculturale,
dovedita prin participarea la proiecte
scolare/studentesti, activitati de voluntariat sau
extrascolare, conferinte ori sesiuni de comunicari
— 20 de puncte;

- Competente digitale, dovedite prin
certificat/atestat/diploma — 20 de puncte;

- Cunostinte de limba engleza, scris si vorbit,
dovedite prin certificat/atestat/diploma — 20
puncte.

30

Membru -
Tehnician

- Studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
— 40 de puncte;

- Participarea in echipa de implementare a cel
putin unui proiect de cercetare, dovedita cu
adeverinta de vechime sau raport per salariat
REVISAL - 40 de puncte;

Inginerie si cercetare
pentru viitor

Splaiul Independentei 313, sector 6, Mun. E Email: resurse.umanc@upb.ro
110 surse.u u .
Bucuresti, RO 060042, Roménia oup

www.upb.ro




- Experienta in echipe de lucru, dovedita prin
participarea la proiecte scolare sau studentesti,
activitati de voluntariat, activitati extragcolare,
conferinte sau sesiuni de comunicare — 20 de

puncte.
Inginerie si cercetare Splaiul Independentei 313, sector 6, Mun. E . _ www.upb.ro
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MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie
POLITEHNICA Bucuresti

C. Concursul consti in:

1. Evaluarea dosarelor de candidaturd — pe baza grilei de evaluare care cuprinde notarea conditiilor
minime obligatorii si suplimentare.

2. Interviu (proba optionald) (online- MS Teams) — va avea loc doar in situatia in care, in etapa de evaluare
a dosarelor de candidatura, vor fi mai multi candidati pe aceeasi pozitie si cu acelasi punctaj decat
numarul de posturi scoase la concurs.

Interviu (proba optionald) pe baza grilei de evaluare a urmatoarelor competente:

Criteriile de evaluare
a) abilitati si cunostinte impuse de functie; 35 puncte
b) capacitatea de analizi si sinteza; 25 puncte
¢) motivatia candidatului; 15 puncte
d) comportamentul 1n situatiile de criza; 10 puncte
e) initiativa si creativitate. 15 puncte

*Nota- Fiecare proba de concurs poate avea maxim 100 de puncte/proba. Punctajul final se calculeaza
ca media aritmetica a punctajelor obtinute la fiecare proba.
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Pozitia 30 - Membru - Tehnician
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Tematica:

Pozitia 2 - Membru - Cercetator - Cercetator stiintific grad I

1.

Materiale si structuri semiconductoare: proprietati structurale si electronice, defecte si
interfete relevante pentru componente electronice destinate distributiei cuantice.

2. Principiile microscopiei electronice: formarea contrastului si a imaginilor, informatia
structurala si compozitionala obtinutd prin tehnici de microscopie electronica.

3. Microscopia electronica in transmisie si STEM: imagistica la rezolutie inalta si utilizarea
semnalelor complementare pentru investigarea structurii, compozitiei si proprietdtilor
locale ale materialelor semiconductoare.

4. Defecte si interfete in semiconductori: identificarea neomogenitatilor structurale si
analiza relatiei dintre defecte, structura interfetelor si proprietatile materialului.

5. Bazele spectroscopiei Raman: imprastierea Raman, moduri vibrationale si fononi,
caracteristicile spectrelor si interpretarea informatiei despre material.
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6. Spectroscopia Raman pentru caracterizarea semiconductorilor: investigarea fazei,
structurii, defectelor, dopdrii, grosimii si tensiunilor mecanice, precum si a cuplajului
dintre straturi si interfete.

7. Principiile microscopiei de forta atomica: moduri de operare si utilizarea AFM pentru
analiza topografiei si a neomogenitatilor la scara nanometrica.

8. Tehnici AFM cu informatie electrica: principii si aplicatii C-AFM, EFM si KPFM;
cartografierea conductivitatii locale, a potentialului de suprafatd si a wvariatiilor
proprietatilor electrice.

9. Pregatirea probelor si alegerea metodei de caracterizare: selectarea metodei si a
conditiilor de masurare 1n functie de proba si de informatia urmarita.

10. Corelarea rezultatelor experimentale: asocierea datelor obtinute prin microscopie
electronicd, AFM/KPFM si Raman pentru interpretarea proprietatilor materialelor si
structurilor investigate.

Pozitia 3 - Membru - Cercetator - Cercetator stiintific grad I

1. Proprietdtile materialelor semiconductoare pentru optoelectronica si fotonica: structura
de benzi, transportul si recombinarea purtatorilor, defecte si impuritati; heterostructuri,
puturi si puncte cuantice, confinare cuantica si tranzitii excitonice.

2. Surse semiconductoare de fotoni unici: emisia in puncte cuantice si nanostructuri III—-
V; tranzitii excitonice; evaluarea purititii prin g?)(0), a indistinguibilititii, luminozititii
si eficientei de extractie a fotonilor.

3. Functionarea electrica a surselor: injectia electricd a purtatorilor, structuri cu diode,
caracteristici curent—tensiune si electroluminescentd; influenta polarizarii asupra
emisiei si controlul electric al tranzitiilor optice.

4. Integrarea emitdtorilor in circuite fotonice: cuplarea punctelor cuantice cu nanofire,
cavitati si cristale fotonice; aliniere spectrala, extractia luminii si integrarea surselor in
dispozitive fotonice.

5. Caracterizarea structurald si compozitionald: analiza morfologiei, dimensiunilor,
compozitiel si interfetelor nanostructurilor; metode de microscopie de sectiune
transversald, tomografie cu sonda atomica si fotoemisie cu raze X — X-STM, APT,
XPS/HAXPES.

6. Caracterizarea opticd si electrica: fotoluminescentd, Raman si electroluminescentd;
madsuratori spectrale si rezolvate temporal; interpretarea parametrilor optici si electrici
in raport cu structura si functionarea dispozitivului.

7. Protocoale experimentale si corelarea rezultatelor: alegerea metodelor potrivite probei,
controlul conditiilor de masurare si corelarea datelor structurale, compozitionale, optice
si electrice pentru evaluarea materialelor si dispozitivelor.

Pozitia 4 - Membru - Cercetator - Cercetator stiintific grad I

1. Compozitia chimica si stdrile chimice ale materialelor semiconductoare: identificarea
elementelor, analiza legaturilor chimice si a starilor de oxidare; interpretarea spectrelor
XPS si a deplasdrilor chimice.
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Caracterizarea chimica a suprafetelor si interfetelor: sensibilitatea la suprafatd a
metodelor fotoelectronice, analiza compozitiei si a proprietatilor chimice ale interfetelor
semiconductor—semiconductor si semiconductor—oxid.

Analiza interfetelor ingropate si a heterostructurilor semiconductoare: utilizarea
XPS/HAXPES si a spectroscopiei fotoelectronice pe sectiuni transversale; corelarea
informatiilor despre compozitia chimica si structura electronica.

Caracterizarea compozitiei si distributiei elementelor in nanostructuri si puncte
cuantice: metode X-STM si tomografie cu sondd atomica (APT), precum si analiza
STEM-EDX/EELS.

Materiale si structuri semiconductoare pentru fotonica integratd: puncte cuantice si
heterostructuri III-V; relatia dintre compozitie, structura, proprietatile optice si electrice
si functionarea componentelor.

Metrologie si calitatea datelor de caracterizare: calibrarea spectrelor, analiza cantitativa,
pregatirea probelor, limitele metodelor si compararea rezultatelor obtinute prin tehnici
complementare.

Interpretarea, corelarea si documentarea rezultatelor experimentale: formularea
concluziilor privind compozitia si interfetele si raportarea rezultatelor in documente
tehnice si stiintifice.

Pozitia 9 - Membru - Cercetator - Cercetator stiintific grad I

1.

Principiile spectroscopiei Raman si interpretarea spectrelor: imprastierea Raman,
moduri vibrationale si fononi; pozitia, largimea si intensitatea benzilor Raman.
Caracterizarea structurii cristaline a materialelor semiconductoare prin p-Raman:
identificarea modurilor fononice, a efectelor de confinare si a modificarilor asociate
dimensiunii §i organizarii structurilor.

Evaluarea tensiunilor mecanice si a deformatiilor in materiale, straturi epitaxiale si
heterostructuri: deplasarea benzilor Raman, masurarea si cartografierea distributiei
locale a tensiunilor.

Caracterizarea punctelor cuantice si a interfetelor semiconductoare: fononi optici,
acustici si de interfatd; efectele tensiunilor mecanice, confinarii si intermixarii atomice
asupra spectrelor.

Relatia dintre semnalul Raman si proprietatile optice si electronice ale
semiconductorilor: influenta tensiunii asupra structurii de benzi si interpretarea
imprastierii Raman fononice si electronice.

Parametrii experimentali si calitatea masuratorilor u-Raman: alegerea excitatiei laser,
geometria si polarizarea masurarii, puterea laserului, incdlzirea locald si limitele
rezolutiei spatiale.

Corelarea datelor p-Raman cu metode complementare si utilizarea rezultatelor pentru
evaluarea materialelor: compararea cu date structurale si evaluarea calitatii
heterostructurilor si a proceselor de crestere.

Pozitia 14 - Personal de specialitate — Inginer

1.

Marimi si parametri electrici ai materialelor si dispozitivelor semiconductoare: tensiune,
curent, rezistentd, conductivitate, mobilitatea purtatorilor si caracteristici [-V si C-V.
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Configuratii si metode de madsurare: masurdri in doud si patru puncte, masurarea
rezistivitatii si a rezistentei stratului, utilizarea unitatilor source-measure (SMU) si a
statiilor de sonde.

Pregatirea probelor si configurarea sistemului experimental: contactarea probelor,
identificarea terminalelor, alegerea domeniilor de tensiune si curent, conectarea
instrumentelor si protejarea probei in timpul masurarii.

Achizitia si analiza caracteristicilor electrice ale componentelor: realizarea baleierilor
de tensiune si curent, masurarea caracteristicilor de intrare si iesire, verificarea
comportarii componentelor si interpretarea parametrilor extrasi.

Evaluarea comportarii functionale a componentelor semiconductoare actionate electric:
aplicarea polarizarii, controlul electric al starii dispozitivului si corelarea raspunsului
electric cu functionarea unei surse de fotoni unici.

Verificarea configuratiei si a calitdtii masuratorilor: testarea sistemului cu componente
cu raspuns cunoscut, compararea rezultatelor cu valori de referintd, evaluarea
repetabilitatii si a incertitudinii.

Prelucrarea, interpretarea si documentarea datelor experimentale: pastrarea datelor brute
si a conditiilor de masurare, verificarea rezultatelor si raportarea masuratorilor si a
incertitudinii asociate.

Pozitia 17 - Personal de specialitate — Inginer

1.

Principiul XPS si interpretarea spectrelor pentru identificarea compozitiei si a starilor
chimice de la suprafata materialelor.

Analiza cantitativa a compozitiei si atribuirea corecta a starilor de oxidare si a legaturilor
chimice.

Calibrarea energiei de legaturd si corectarea efectelor de incarcare electricd, mai ales
pentru materiale semiconductoare si izolatoare.

Pregatirea, manipularea si pozitionarea probelor; alegerea conditiilor de masurare si
obtinerea unor rezultate reproductibile.

Prelucrarea spectrelor, ajustarea varfurilor si evitarea erorilor de interpretare.

Aplicarea XPS si HAXPES la suprafete, contacte si interfete semiconductoare, inclusiv
la analiza profilelor de banda.

Corelarea rezultatelor XPS cu analiza materialelor si a interfetelor, pentru evaluarea
calitatii si optimizarea proceselor de fabricatie.

Documentarea conditiilor experimentale, raportarea rezultatelor si comunicarea
concluziilor.

Pozitia 18 - Personal de specialitate — Inginer

1. Principiile microscopiei electronice SEM, TEM si STEM; formarea imaginilor si
alegerea modului de observare in functie de structura analizata.
2. Contrastul Z in imaginile STEM-HAADF, interpretarea contrastului in functie de
numarul atomic si limitele metodei.
3. Analiza morfologiei si structurii materialelor semiconductoare, a straturilor, defectelor
si interfetelor.
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Pregétirea probelor prin FIB si FIB-SEM pentru analize TEM/STEM; realizarea
sectiunilor transversale si evaluarea artefactelor sau modificarilor induse de fasciculul
ionic.

Principiile spectroscopiei EDX in microscopie electronicd; achizitia si interpretarea
spectrelor, hartilor elementale si profilelor de compozitie.

Analiza cantitativd EDX, inclusiv metode de cuantificare, factori de corectie si influenta
grosimii probei si a conditiilor experimentale.

Corelarea imaginilor SEM/TEM/STEM cu datele EDX pentru determinarea compozitiei
si distributiei elementelor in materiale si interfete semiconductoare.

Prelucrarea si interpretarea datelor de microscopie, verificarea reproductibilitatii si
documentarea conditiilor experimentale si a rezultatelor.

Utilizarea rezultatelor de caracterizare pentru evaluarea proprietatilor materialelor si
interfetelor si pentru fundamentarea optimizarii proceselor de crestere si fabricatie.

Pozitia 19 - Personal de specialitate — Inginer

1.

10.

Principiul de functionare al microscopiei de fortd atomicd, componentele
echipamentului si interactiunea varf—proba: [1], [11].

Moduri de operare AFM — contact, contact intermitent si non-contact — si alegerea
parametrilor de scanare in functie de proba si de informatia urmarita.

Achizitia si interpretarea imaginilor tridimensionale ale suprafetei; determinarea
topografiei, dimensiunilor si parametrilor de rugozitate.

Cartografierea proprietatilor mecanice locale prin AFM, inclusiv prin curbe forta—
distantd si metode de nanomecanica.

Aplicarea AFM la materiale si structuri semiconductoare: analiza topografiei, defectelor
si neuniformitatilor de suprafata, inclusiv in structuri cu puncte cuantice.

Utilizarea modurilor AFM specializate pentru investigarea proprietatilor electrice locale
ale semiconductorilor, acolo unde natura probei si obiectivul masurdrii o cer.
Calibrarea si verificarea masuratorilor; influenta geometriei varfului si a conditiilor de
scanare asupra rezolutiei si acuratetei.

Prelucrarea imaginilor AFM si identificarea artefactelor produse de varf, scanner,
vibratii, nivelare sau corectia liniilor de scanare.

Corelarea datelor AFM cu rezultate obtinute prin metode complementare si folosirea lor
la evaluarea materialelor si a proceselor de fabricatie.

Documentarea conditiilor experimentale si prezentarea clard a imaginilor si rezultatelor
masurdatorilor.

Pozitia 22 - Personal de specialitate — Fizician

1. Nanostructuri semiconductoare cu puncte cuantice: confinare cuanticd, proprietati
structurale si optice, influenta dimensiunii si compozitiei.

2. Structuri cu puncte cuantice InAs/InP: morfologie, distributie dimensionald, densitate si
calitatea interfetelor.

3. Interactiunea fasciculului de electroni cu materia si semnalele utilizate in microscopia
electronica si microanaliza elementala.

4. Microscopia electronicd de baleiaj (SEM): principii de functionare, formarea imaginilor
si caracterizarea morfologiei structurilor semiconductoare.
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Microscopia electronicd de transmisie (TEM) si de transmisie cu baleiaj (STEM):
principii, mecanisme de contrast si investigarea structurii, defectelor si interfetelor.
Pregatirea probelor pentru TEM/STEM prin fascicul ionic focalizat (FIB): selectarea
regiunii de interes, realizarea sectiunilor transversale, subtierea lamelelor si reducerea
artefactelor.

Spectroscopia de raze X cu dispersie in energie (EDX): identificarea elementelor,
analiza cantitativa si interpretarea hartilor de distributie elementala.

Prelucrarea si interpretarea datelor SEM/TEM/STEM—-EDX: masurarea dimensiunilor,
evaluarea omogenitatii si a interfetelor, identificarea surselor de eroare.

Corelarea caracteristicilor structurale si compozitionale ale punctelor cuantice cu
proprietatile optice si utilizarea lor in surse de fotoni unici.

Pozitia 23 - Personal de specialitate — Chimist

1.

10.

11

12.

Principiile microscopiei electronice TEM si STEM si utilizarea imaginilor pentru
analiza  structurii, —morfologiei, cristalinitatii = si  interfetelor = materialelor
semiconductoare.

Pregétirea probelor pentru microscopie electronica, inclusiv prepararea lamelor prin FIB
si efectele pregatirii asupra integritatii structurii analizate.

Analiza EDX/EDXS asociata SEM si TEM/STEM: identificarea elementelor, achizitia
hartilor elementare si profilelor de compozitie si evaluarea distributiei elementelor in
puncte cuantice si structuri epitaxiale.

Interpretarea si cuantificarea datelor EDX, tindnd cont de conditiile de achizitie,
grosimea probei, suprapunerea varfurilor si limitele metodei.

Principiile AFM si analiza topografiei tridimensionale, a morfologiei si a dimensiunilor
locale ale structurilor semiconductoare.

Utilizarea KPFM pentru cartografierea potentialului de suprafata si a proprietatilor
electrice locale; corelarea contrastului electric cu topografia si cu structurile investigate.
Principiile metodelor de microscopie cu sonda pentru caracterizarea electrica locald a
semiconductorilor, inclusiv SCM si SSRM, si interpretarea profilelor de dopa;.
Analiza prin XPS a compozitiei chimice de suprafata, a starilor chimice si a interfetelor
semiconductoare: [8], [9].

Utilizarea spectroscopiei micro-Raman pentru caracterizarea structurii, a modurilor
vibrationale si a tensiunilor/deformatiilor locale in semiconductori: [10], [11].
Principiile AFM-IR si utilizarea spectroscopiei infrarosii la scara nanometricd pentru
obtinerea de informatii chimice locale.

. Corelareca  rezultatelor TEM/STEM-EDX, SEM-FIB-EDX, AFM/KPFM,

SCM/SSRM, XPS si micro-Raman pentru evaluarea caracteristicilor structurale,
morfologice, compozitionale si electrice ale materialelor si interfetelor.

Corelarea caracteristicilor masurate cu proprietatile functionale ale structurilor si
emitatoarelor cuantice si documentarea rezultatelor si conditiilor experimentale.

Pozitia 24 - Personal de specialitate — Chimist

1.

Principiile microscopiei de fortd atomica (AFM), componentele aparatului si
interactiunea varf—proba.
Pregétirea probei si alegerea zonei de scanare, a varfului si a parametrilor de masurare.
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Moduri de operare AFM si selectarea modului potrivit obiectivului experimental.
Analiza topografiei si morfologiei suprafetei: imagini, profile si parametri de rugozitate.
Principiile KPFM si masurarea potentialului de suprafatd, a diferentelor locale de
potential si a functiei de lucru.

Identificarea defectelor si neomogenitatilor locale si interpretarea lor in materiale
semiconductoare $i nanostructuri.

Procesarea imaginilor AFM, recunoasterea artefactelor de scanare si ale varfului si
evaluarea impactului corectiilor asupra rugozitatii.

Repetabilitatea masuratorilor, calibrarea, estimarea incertitudinii si documentarea
conditiilor si limitarilor experimentale.

Corelarea rezultatelor AFM/KPFM cu proprietatile optice, electrice si functionale ale
materialelor.

Pozitia 28 - Membru - Tehnician

1.

10.

Principii de bazad privind structura si proprietatile materialelor semiconductoare,
inclusiv rolul doparii si al defectelor.

Pregétirea si organizarea probelor, suporturilor, materialelor si reactivilor pentru
caracterizarea experimentald; respectarea protocoalelor de lucru.

Metode de caracterizare a morfologiei si structurii materialelor semiconductoare si a
interfetelor: microscopie electronicd, microscopie de fortd atomica si difractie de raze
X.

Metode de analiza a compozitiei chimice si a starilor chimice la suprafata si la interfete,
inclusiv spectroscopia fotoelectronica de raze X (XPS).

Metode de investigare a nivelului si profilului de dopare, inclusiv SIMS si metode
electrice de caracterizare.

Caracterizarea proprietatilor optice prin spectroscopie Raman si fotoluminescenta;
interpretarea spectrelor si corelarea lor cu structura si defectele materialului.
Identificarea neomogenitatilor si defectelor la interfetele semiconductoare si corelarea
lor cu proprietatile optice, electrice si functionale.

Inregistrarea, organizarea, pastrarea si trasabilitatea probelor, imaginilor, spectrelor si
fiselor de masuratori; consemnarea conditiilor de lucru.

Reguli de securitate si sdndtate in munca, evaluarea pericolelor chimice, manipularea si
depozitarea reactivilor si gestionarea deseurilor de laborator.

Structurarea datelor experimentale si contributia la rapoarte tehnice, articole si
prezentari stiintifice.

Pozitia 29 - Membru - Tehnician

1. Principiile microscopiei de fortd atomicd (AFM), componentele microscopului si
interactiunea varf—proba.

2. Pregatirea si fixarea probelor si suporturilor; verificarea conditiillor de masurare si
selectarea zonei de scanare.

3. Moduri de operare AFM si alegerea lor in functie de proba si de obiectivul masuratorii.

4. Inregistrarea si examinarea imaginilor topografice; identificarea caracteristicilor
suprafetei si a posibilelor artefacte.

5. Principiile KPFM si masurarea potentialului de suprafata, a diferentei de potential de
contact si a variatiilor locale ale functiei de lucru .
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10.

Interpretarea hartilor KPFM si corelarea distributiei potentialului electrostatic cu
topografia suprafetei.

Parametrii masurdrii, calibrarea, repetabilitatea si sursele de incertitudine; efectul
procesarii imaginilor asupra valorilor de rugozitate .

Organizarea si pastrarea datelor, imaginilor si fiselor de masuratori, cu asigurarea
trasabilitatii probelor si rezultatelor.

Pregatirea echipamentelor si consumabilelor, respectarea protocoalelor experimentale
si a regulilor de securitate in laborator.

Utilizarea rezultatelor experimentale in rapoarte tehnice si stiintifice si in prezentari de
specialitate.

Pozitia 30 - Membru - Tehnician

1.

Principiile microscopiei electronice de baleiaj (SEM), formarea imaginii si rolul
parametrilor de lucru.

Pregatirea si fixarea probelor pentru investigatii SEM si prelucrare localizata cu fascicul
de ioni.

Identificarea si selectarea zonelor de interes pe baza imaginilor SEM; consemnarea
pozitiei probei, parametrilor de lucru si observatiilor.

Principiile prelucrarii cu fascicul de ioni focalizat (FIB): sectionare, realizarea
sectiunilor transversale si obtinerea lamelor pentru analize ulterioare.

Etapele de pregitire FIB a lamelor: protejarea zonei de interes, frezarea, subtierea,
manipularea si transferul lamei.

Recunoasterea artefactelor si limitarilor asociate prelucrarii FIB, inclusiv deteriorarea
indusa de fascicul, redepunerea materialului si efectul de curtaining.

Trasabilitatea probelor si lamelor, organizarea imaginilor si datelor, completarea fiselor
de lucru si pastrarea documentatiei experimentale.

Pregatirea echipamentelor si consumabilelor, verificarile uzuale si respectarea
procedurilor de operare si a regulilor de securitate 1n laborator.

Contributia la rapoarte tehnice si stiintifice si la prezentarea rezultatelor experimentale.

Documentele necesare inscrierii si alte informatii suplimentare se gisesc pe site-ul universitatii
www.upb.ro sau la telefon 021.402.9233/9234.

Inginerie si cercetare Splaiul Independentei 313, sector 6, Mun. B _ jama www.upb.ro
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Datele de desfasurare a probelor de concurs:

13.11.2026 -
17.11.2026

18.11.2026
19.11.2026
20.11.2026

23.11.2026

24.11.2026

25.11.2026
26.11.2026

27.11.2026

-depunerea dosarelor de inscriere la concurs

-verificarea administrativa, selectie si evaluare dosare
-afisarea rezultatelor partiale (proba evaluare dosare)
-depunerea contestatiilor (proba evaluare dosare)

-afisarea solutiondrii contestatiilor (proba evaluare dosare)

-programarea interviului (in cazul in care se inscriu mai multi candidati pe
acelasi post)

- comunicarea rezultatelor finale (in cazul in care nu se organizeaza proba
interviu)

-proba interviu, online (platforma MS Teams), ora 10, UTC +2 Eastern European
Time (EET).

-afisarea rezultatelor (proba interviu)
-depunerea contestatiilor (proba interviu)
-solutionarea contestatiilor (proba interviu)

-comunicarea rezultatelor finale

NOTA: Originalul documentului semnat se regiseste la sediul POLITEHNICA Bucuresti, Directia
Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane, cladire Rectorat, cam. 114.

Inginerie si cercetare
pentru viitor

Splaiul Independentei 313, sector 6, Mun. M I _ Aa%  www.upb.ro
Bucuresti, RO 060042, Roménia Email: resurse.umane@upb.ro ey
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